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論文内容の要旨
本論文は RuOz およびガラスより成る厚膜抵抗体における電気伝導のメカニズムを明らかにする基礎
研究およびそれに基いた厚膜圧力センサの性能改善新しい厚膜機能素子の試作に関する研究をまとめた
もので. 6 章より構成されている。
第 l 章は序論で，厚膜抵抗体の歴史と現状について概観し，本研究の目的，意義ならびに得られた成果
の概要を述べているo
第 2 章では. RuOz 粒子径，ガラス粒子径，ガラスの軟化温度，熱膨張係数. RuOz の濃度，焼成
温度，焼成回数等を可変因子として抵抗体を作成し，乙れら因子が電気的特性に及ぼす影響を調べ，厚膜
抵抗体の抵抗値および抵抗の温度係数の予測を可能lとする実験式を与えている。
第 3章では. RuOz 厚膜抵抗体の微細構造と電気的特性との関係を調べ、 RuOz 粒子が相互に接触
し得ない状況下では RU02 とガラスの反応lとよりガラス表面花形成される非品質半導体層が伝導路とな
ることを示しているo
第 4章では基板を除去した厚膜抵抗体の熱膨張係数と抵抗の温度変化を測定し，基板上の厚膜抵抗体の
抵抗の温度変化に及ぼす内部応力の影響，および外部から応力を印加した場合の抵抗変化を調べているo
第 5 章では、 RuOz ~L添加物を加える乙とにより厚膜歪センサの性能が改善される乙とを示し，更に
メモリー，スイッチ，発振等の機能をもっ厚膜素子を見出し，それらの特性を調べた結果を述べている。
第 6章では本研究の成果を総括し，今後の見通しを与えているo
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論文の審査結果の要旨
RU02 およびガラスを主成分とする粉末を有機ビヒクノレに分散させたペーストをセラミック基板上K
スクリーン印刷し，焼成する乙とにより得られる厚膜抵抗体はハイブリッド 1 Cの性能を決定する重要な
回路要素である。しかし，その製造は従来経験と勘が支配する世界であった。本論文は乙の事態を改善し，
技術に合理性を導入することを目的とした基礎研究，およびその厚膜デバイスへの応用に関する研究をま
とめたもので，以下に示す成果を得ている。
(1) 厚膜抵抗体の抵抗率は多数の因子が複雑に絡みあって決定されると考えられ，従来乙れを合理的に予
測する方法は存在しなかった。本論文で、は抵抗体をモデル化し，導体の粒径と体積濃度，焼成時の温度
と時間等の製造条件を与えて抵抗率を算出する数式を導き出している。乙の式は両成分の物性および相
互拡散に関する既知のデータをノマラメータとするのみで，実用領域の抵抗率をー桁以内の精度で予測す
る乙とを可能としている。
(2) 抵抗値Rを与えて その温度係数TCRを求める実験式を考案している。乙の式は抵抗体と基板の熱
膨張係数の差の関数となっており，ガラスと基板の種類を決めると一義的に定まる R-TCRの実験曲
線を正確に再現することを確かめている。
(3) 抵抗体に歪を与えると歪に比例した抵抗変化率を示す。乙の比例定数はゲージ率と呼ばれ，歪センサ
の性能を測る尺度となる。 RU02 厚膜抵抗のゲージ率は最高 1 5 程度であるが，効果的な添加物W03
を発見する乙とにより， 5 0 前後のゲージ率をもっ歪センサを実現している。乙のセンサは温度変化が
少なく、動的安定性と耐環境性をも兼備した実用性の高いものである。
(4) Nb 205 - V 205 混合焼成体とガラスより作られた厚膜は、厚さ方向に直流電圧をかけフォーミング
を行う乙とにより，メモリ一 発振，スイッチング等の機能を示す乙とを見出し，厚膜機能素子の可能
性を実証している。
以上のように本論文は初めて厚膜抵抗体の電気特性を制御する合理的指針を与え，優れたJ性能をもっ圧
力(歪)センサの開発や新しい機能素子の発見を通じて厚膜技術の発展に貢献して居り，電子工学に寄与
する所大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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